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Parametrar - definitioner . - Lol

1. RBB - Interbase resistance: Resistansen mellan B1 och B2 med 6ppen

emitterkrets. Den kan mdtas med en konventionell ohmmeter om den pdlagda

Spanningen ej Gverstiger 5 volt. Ryp Skar med skande temperatur (ca 0,8 %/°C).
via 25 ¢ ligger R inom omridet 5K...10K.

BB
2.7) - Intrinsic stand-off ratio: Denns parameter definieras av ekva-
tionen: VP 'nVBB + VD.... déar VD r den ekvivalenta emitterdiodens fram-

spdnning, som vid: 25°C‘ér ca 0,7 volt och’minskar med ' stigande temperatur.
Temperaturkoefflclenten ir ca =2 mV/ C. n ir oberoende av fdrspanning och
temperatur och har virdet 0,51...0,75, beroende pd vilken typ av unijunc-

tiontransistor det &ar friga om.

3 IP - Peak pbint*current: Emitterstrémmen i "topp-punkten" (peak point).

IP dr den minsta strom som erfordras for att unijunctiontransistorn skall

tdnda.

4. VP - Peak point voltage: Denna spédnning &r beroende av VBB pd det

sitt som indikerats.i (2). Vp'minskar.med dkande temperatur p.g.a. tempera-

turdndringen hos: V, men kan stabiliseras av en liten resistans i serie med B2.
e e

Se VEsat - Emi%fervsaturation voltqg_; Spéhningén mellan emittern och B1
i det bottnade omrddet. Méts vanligen’'vid Iy = 50 mA och Vg = 10 volt.

6. IB2( od) - Interbase modulated‘current: B2~strommen i det bottnade

omrédet. Mdts under samma betingelser som V. Esat®

Te IEO - Emitter reverse current: Backstrommen emitter till B2 med &ppen
Bl-krets, Mdts med 60 ¥Volt mellan B2 och emitter.

8. Vv - Valley voltage: Emitterspénningen i "dalpunkten" (valley point).

VV okar med Gkande VBB’ mxnskar med Okande resistans i serie med B2 och

okar med dkande res1stans 1 serle med B1

9. I - Valley current Emltterstrommen i 'dalpunkten” (valley point).

v

I, okar med okande V‘ och mlnskar med okande resistans i serie med B1
eller B2. '

Temperaturstabilisering

Om ett motsténd R, kopplas in i serie med B2 (som i fig.5), kommer

temperaturdndringen hos R att férorsaka en’ oknlng av V__ med Skande

R%

BB BB
temperatur, sd att temperaturandrlngen hes V kapenseras.
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BASIC UNIJUNCTION TRANSISTOR RELAXATION
OSCILLATOR— TRIGGER CIREUIT WITH
TYPICAL WAVEFORMS

FIGUR 5

Grundkoppling

Den vanligast fdrekommande kopplingen med unijunctiontransistorn &r
den pulsgenerator som visas i fig.5 och som fungerar pd f&ljande sdtt.

p tills emitterspdnningen

blir lika med VP’ varvid unijunctiontransistorn tdnder och CT laddas ur

genom R1. Ndr emitterstrdmmen sjunkit till Iv Atergdr kretsen till det

Kondensatorn CT laddas upp genom resistansen R

strypta lédget och cykeln upprepas. Tidskonstanten for uppladdningen &r
RTCT eftersom emitterstrﬁmmen (IEO), som flyter innan unijunctiontransis-
torn tédnder dr forsumbart liten. Oscillatorns svidngningsfrekvens, som
kan berdiknas med hjdélp av nomogrammet i fig.6, &r

1
1
RpCo 1n(1_,7)

1.
f=Tw—v

Villkoren for sjdlvsvdngning dr:

V, =V vV, -V
1 P v
R > IP och R << IV’ >
T T Vo

vilket begransar RT till ett vdrde inom omrddet 2.K...2.M. BT midste i all-
mdnhet vara mindre &n 100 ohm, men vdrden pd upp’till 3 K forekommer i

vissa applikationer. Rekommenderade virden pd V1 ar 10...40 volt.

Amplituden pd utspdnningen over R, d4r en funktion av R, och CT’ Denna

1 1
funktion visas i fig.7, som gidller vid V1-20 volt. Viarden: pd utspidn-
ningene toppvdarde vid andra vdrden pé V1‘kan erhéllas genom att multipli-

cera védrdena fré&n fig.7 med faktorn (V1-6)/14.

Unijunctiontransistorn har stor mdngsidighet i okika switch- och vipp-
kopplingar och dess anvdndning medfor besparingar i antalet komponenter

jamfsrt med de;’ konventionella transistorkretsarna,
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